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нее время интенсивно ведутся исследования процессов получения пленок
карбида кремния при более низких температурах. [1]

Было показано, что применение метода прямого ионного осаждения
позволяет получать  аморфные или кристаллические пленки SiC в зависимо-
сти от  температуры и энергии ионов при значительно меньших температу-
рах (~800°С). [1]
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Решение энергетической проблемы обуславливает необходимость ши-
рокомасштабного использования солнечной энергии в наземных условиях.
Используемые в космических аппаратах фотоэлектрические преобразователи
солнечной энергии (ФЭП) на основе монокристаллов кремния имеют высо-
кую себестоимость, что препятствует их массовому применению в наземных
условиях. Снизить себестоимость солнечных элементов позволяет примене-
ние в качестве базовых слоев тонкопленочных поликристаллических полу-
проводниковых соединений (см. [1]). Среди тонкопленочных солнечных эле-
ментов, пригодных для широкомасштабного наземного применения в на-
стоящее время наиболее разработанными в научном и техническом аспекте
являются ФЭП на основе гетеросистемы CdS/CdTe. Лучшие лабораторные
образцы таких ФЭП были изготовлены в университете южной Флориды и
имели рекордные значения КПД 16,5 %, о чем сообщается в [2].

Для повышения эффективности пленочных СЭ на основе CdS/CdTe,
как правило, проводят оптимизацию физико-технологических режимов для
получения базового и сопрягающихся слоев СЭ.
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Стандартной обязательной технологической операцией при изготовле-
нии высокоэффективных ФЭП на основе CdS/CdTe является формирование
низкоомных контактов к базовому слою. Несмотря на многочисленные ис-
следования (см. в [2,3]) создание низкоомных и стабильных тыльных элек-
тродов для высокоэффективных СЭ на основе теллурида кадмия остается ак-
туальной проблемой.

В связи с этим в данной работе был разработан метод математического
моделирования, который позволяет идентифицировать диодные характери-
стики, определяющие изменение эффективности СЭ  при изменении его кон-
структивно-технологического решения. Также были проведены исследования
влияния материала тыльного контакта на темновые диодные характеристики
ФЭП на основе гетеросистемы CdTe/CdS. Установлено, что оптимальными
диодными характеристиками обладает ФЭП с тыльным контактом Cu/ITO.
Также Исследовано влияние освещения на диодные характеристики ФЭП на
основе гетеросистемы CdTe/CdS с тыльным контактом Cu/ITO. На ряду с
традиционным уменьшением величины последовательного Rп и шунтирую-
щего Rш сопротивления обнаружено нетрадиционное снижение величины
плотности диодного тока насыщения J0 при освещении.
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Среди методов изготовления тонких полупроводниковых пленок элек-
трохимическое осаждение из водных растворов отличается не только невы-


